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【緒言】プラズモンにより生じる特徴的な光学特性を示す金属ナノ構造体は、新たな分析技術・

光学技術を生む可能性を有しており、数多くの研究がなされている。その興味深い特長の一つと

して構造に依存した電場増強がある。 本研究では、ケルビンプローブフォース顕微鏡(KPFM)を用

いた表面電位(CPD)測定[1]により、特に構造体配列に依存した電場増強を直接観察することを目

的とする。今回は金ナノ円盤の配列と照射光波長により表面電位がどのように変化するかを検討

した。 

【実験方法】電子線描画とリフトオフ法を用いて、直径約 600 nm、厚み約 45 nmの金ナノ円盤の

配列体を二種類（単一円盤配列体および 2  2配列体)作製し、構造体の反射スペクトルを顕微紫

外可視分光により測定した。また温度湿度一定の下、Xeランプのモノクロメーターによる波長分

解光を照射しながら KPFM測定を行った。同様に光未照射時も検討した。これらの結果に基づい

てシミュレーションモデルを設定し、波長 500、650 nmの光を照射したときの散乱、吸収、反射

スペクトルを計算した。 

【結果・考察】顕微分光による測定の結果、両配列

で 650 nm付近にレイリーアノマリによるピークが確

認された。その付近の波長を照射すると、単一円盤

配列体では CPDが負にシフトし、2  2配列体では正

にシフトした(Figure 1参照)。加えて、2  2配列体は

単一円盤配列体に比べると、CPD は 3 倍以上のシフ

ト量を示し、構造による効果が見られたと考えられ

る。発表ではこれらの結果から、光照射による電子

の挙動について考察する。 
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Figure 1. KPFM results of (a) regular array 

and (b) quadrumer array with light 

irradiation (=650 nm). Measured CPD 

histogram of (c) regular array and (d) 

quadrumer array obtained from the images 

irradiated under the light wavelength 550 

nm (blue), 575 nm (green), 600 nm (yellow), 

650 (red) and no irradiation (black). 
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